Laboratorium Elementow Elektronicznych

Sprawozdanie nr 3

Tematy 5. Charakterystyki statyczne tranzystorow bipolarnych
cwiczen: L
6. Prudy zerowe tranzystoréw bipolarnych
Data wykonanigwiczenia
Grupa SzKOoIeNioWa ...........ccuvieiiiiiiiiiceiieceei | e e

Sktad zespotu:

Kolokwium

wstgpne

Wykonanie
¢wiczenia




Tabela 1. Pomiar charakterystyk wepwych w uktadzieOB:
| e = f(Ugg) przy Ucg = const.

Tabela 2. Pomiar charakterystyk dgipwych w uktadzieOB:
lc =f(Ucg) przy le = const.

Tabela 3. Pomiar charakterystyk p&ogpwych w uktadzieOB:
IC = f(l E) przy UCB = const.

lc [mA]

Ucg (1) = ceverenans | [mA]
E

lc [mA]

Ucg (2) = severerans | [mA]
E




Tabela 4. Pomiar charakterystyk wepwych w uktadzieOE:
I s = f(Ugg) przy Uce = const.

Tabela 5. Pomiar charakterystyk dgipwych w uktadzieOE:
IC - f(UCE) przyIB = const.

Tabela 6. Pomiar charakterystyk p&ogpwych w uktadzieOE:
IC = f(l B) przy UCE = const.

lc [MmA]
UcE@)= cooennen o [nA]
e [
lc [MmA]
UcE@) = e o [nA]
e [




Opracowanie wynikow.

1. Zapis& wyniki pomiaréw w odpowiednich tabelach.

2. Wykresli¢ rodziny zmierzonych charakterystyk. X rodzina charakterystyk w jednym
uktadzie wspotrgdnych.

3. Poréwnéa przebiegi odpowiednich charakterystykeggh w uktadzieOB orazOE.

4. W oparciu o0 zdjte charakterystyki, oblicdyw wybranych punktach pracy (min. trzech)
rezystancje statyczri®ye orazRyy..

5. Wyznaczy wspotczynniki wzmocnienia pdowegoay orazfy.

6. Wskaz& na wykrélonych charakterystykach obszary wysiwania odpowiednich pddw

zerowych.

Do sprawozdania natg dolaczy¢ sporadzone wykresy, przyktadowe obliczenia

oraz wnioskKi.



